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บทที่ 2  

ตัวเก็บประจ ุ 
(Capacitors) 

 
2.1 บทนํา 

บทที่ 1 ไดกลาวถึงตัวตานทาน ซึ่งเปนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน บทนี้ไดกลาวถึง
ตัวเก็บประจุ ชนิดของตัวเก็บประจุ การอานคาตัวเก็บประจุ และวงจรตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุเปน
อุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานมีความสําคัญเชนเดียวกับตัวตานทาน ซึ่งถูกนําไปออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชในวิทยุ โทรทัศน เครื่องขยายเสียง โทรศัพททันสมัย และเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ อีกมากมาย  
 
2.2 ตัวเก็บประจ ุ

ตัวเก็บประจุ (Capacitor) คือ อุปกรณที่ทําหนาที่เก็บประจุ (Charge) และคายประจุ 
(Discharge) ได นิยมนํามาประกอบในวงจรไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสทั่วไป เชน วงจรกรองสัญญาณ 
(Filter) วงจรสตารทเตอร (Starter) วงจรถายทอดสัญญาณ (Coupling) ฯลฯ เปนตน ตัวเก็บประจุแบง
ออกเปน 3 แบบ คือ แบบคาคงที่ แบบเปลี่ยนแปลงคาได และแบบเลือกคาได ตัวเก็บประจุเรียกอีก
อยางหนึ่งวาคอนเดนเซอร  หรือเรียกยอ ๆ วาตัวซี (C) หนวยของตัวเก็บประจุคือ ฟารัด (Farad) ภาพที่ 
2.1 แสดงโครงสราง และสัญลักษณของตัวเก็บประจุ ภาพที่ 2.1 (ข) แสดงลักษณะโครงสรางของตัวเก็บ
ประจุ ซึ่งมีตัวนํา 2 ชิ้น มาวางขนานใกล ๆ กัน ระหวางตัวนําทั้งสองจะถูกกั้นดวยฉนวนที่เรียกวา    
ไดอิเล็กตริก (Dielectric) ไดแกอากาศ ไมกา พลาสติก เซรามิคหรือสารที่มีสภาพคลายฉนวนอื่น ๆ เปน
ตน โดยที่ 1 หมายถึงจุดที่ตอใชงานกับวงจร 2 หมายถึงสารตัวนําที่เปนแผนเพลท 3 หมายถึงฉนวนใน
ที่นี้คืออากาศ ความจุทางไฟฟา เกิดจากการปอนแรงเคลื่อนใหกับขั้วทั้งสอง ของจุดที่ตอใชงาน ของสาร
ตัวนําซึ่งจะทําใหเกิดความตางศักยทางไฟฟา สนามไฟฟาที่เกิดขึ้นบนสารตัวนําที่เปนแผนเพลท จะทําให
เกิดคาความจุทางไฟฟาขึ้น ลักษณะนี้เรียกวาการเก็บประจุ (Charge) เมื่อตองการนําไปใชงานเรียกวา
การคายประจุ (Discharge) ประจุไฟฟาที่เกิดขึ้นบริเวณแผนเพลท มีหนวยเปนคูลอมป (Coulomb) 
สวนคาความจุทางไฟฟามีหนวยเปนฟารัด (Farad)  
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ภาพที่ 2.1 รูปราง โครงสราง และสัญลักษณของตัวเก็บประจุชนิดตาง ๆ 

 

ภาพที่ 2.2 วงจร RC  

2.3.1 คาความจุ 

คาความจุของตัวเก็บประจุจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับตัวแปร 3 ประการคือ 
2.3.1.1 พื้นที่หนาตัดของสารตัวนําที่เปนแผนเพลท เขียนแทนดวยอักษร A ถา

พื้นที่หนาตัดมากแสดงวาสามารถเก็บประจุไดมาก ถาพื้นที่หนาตัดนอยแสดงวาเก็บประจุไดนอย 
เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาในวงจรอิเล็กทรอนิกสทั่วไปนั้น จะประกอบไปดวยตัวเก็บประจุขนาดเล็กและ
ขนาดใหญจํานวนมาก ตัวเก็บประจุที่มีขนาดใหญจะเก็บประจุไดมากเพราะมีพื้นทีห่นาตัดมากนั่นเอง  

2.3.1.2 ระยะหางระหวางแผนเพลททั้งสอง เขียนแทนดวยอักษร d ถาอยูในตําแหนงที่
ใกลกัน ความจุจะมีคามาก ถาอยูในตําแหนงที่ไกลกันความจุจะมีคานอย 

2.3.1.3 คาคงที่ไดอิเล็กตริก คาคงที่ของไดอิเล็กตริก เปนคาที่ใชแสดงถึงความสามารถ ใน
การที่จะทําใหเกิดเสนแรงแมเหล็กขึ้น เมื่อนําวัสดุตางชนิดกันมาทําเปนฉนวนคั่นระหวางแผนเพลท 
คาคงที่ของไดอิเล็กตริกแตละตัว จะแตกตางกันออกไป ดังนั้นตัวเก็บประจุที่ใชไดอิเล็กตริกตางกัน ถึงแม
จะมีขนาดเทากัน คาความจุและอัตราทนแรงดันอาจแตกตางกันออกไป สุญญากาศเปนไดอิเล็กตริกที่มี
ประสิทธิภาพนอยที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น การจายแรงเคลื่อนไฟฟามากเกินพิกัด อาจทําใหไดอิ
เล็กตริกสูญสภาพ จากฉนวนกลายเปนตัวนําได 
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ตารางที่ 2.1 คาคงที่ไดอิเล็กตริกของวัสดุชนิดตาง ๆ 

วัสดุ 
(Material) 

คาคงที่ไดอิเล็กตริก 
(Relative 

permittivity; r ) 

วัสดุ 
(Material) 

คาคงที่ไดอิเล็กตริก 
(Relative 

permittivity; r ) 

Air 1.0006 Mica 5.6 – 8 
Aluminum Oxide 8.5 Paper 3.85 
Barium Strontium 

Titanate 
500 Polyester PET 3.3 

Ceramic porcelain 4.5 – 6.7 Polypropylene 2.25 
Glass 3.7 – 10 Tantalum Oxide 27.7 

  
จากปจจัยดังที่กลาวมา คาความจุของตัวเก็บประจุสามารถเขียนไดวา 

 

r o A
C

d

 
                                                (2.1) 

 

เมื่อ C คือ คาความจุของตัวเก็บประจุ (ฟารัด) 
 r  คือ คา relative permittivity  

 o  คือ คา vacuum permittivity ( o = 8.85 x 10-12) (ฟารัด/เมตร) 

 A คือ พื้นที่หนาตัดของสารตัวนําที่เปนแผนเพลท (ตารางเมตร) 
 d คือ ระยะหางระหวางแผนเพลท (เมตร) 
 

ตัวอยางที่ 2.1 กําหนดใหตัวเก็บประจุมี พื้นที่หนาตัดของสารตัวนําที่เปนแผนเพลทเทากับ 10 mm2 
วางหางกัน 1 mm และมีวัสดุเซรามิกเปนตัวกลาง จงคาความจุของตัวเก็บประจุ 
 

วิธีทํา คาความจุของตัวเก็บประจุเขียนไดวา 
 

o r AC
d

 
                                               (2.2) 

 

แทนคา o r  A และ d คาความจุมีคาเทากับ 
 

12 28.85 10 4.5 10mm

1mm
C

  
                                  (2.3) 

 

                                                       C = 4.5 pF 
 
 
 



26  
 

2.3 ชนิดของตัวเก็บประจุ 

ตัวเก็บประจุที่ผลิตออกมาในปจจุบันมีมากมาย เราสามารถแบงชนิดของตัวเก็บประจุ ตามลักษณะ
ทางโครงสราง หรือตามสารที่นํามาใชเปนไดอิเล็กตริก การแบงโดยใชสารไดอิเล็กตริก เปนวิธีการที่
คอนขางละเอียด เพราะวาคาไดอีเล็กตริกจะเปนตัวกําหนดคาตัวเก็บประจุตัวนั้น ๆ วาจะนําไปใชงานใน
ลักษณะใด ทนแรงดันเทาใด แตถาหากแบงตามระบบเกา ที่เคยแบงกันมาจะสามารถแบงตัวเก็บประจุ
ไดเปน 3 ชนิด ดวยกันคือ 

- ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่ (Fixed capacitor) 
- ตัวเก็บประจุแบบปรับคาได (Variable capacitor) 
- ตัวเก็บประจุแบบเลือกคาได (Select capacitor) 
 

2.3.1 ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่ (Fixed capacitor) 

ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่ (Fixed capacitor) คือตัวเก็บประจุที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงคา
ไดดังแสดงในภาพที่ 2.3 ซึ่งคาตัวเก็บประจจุะแสดงคาคงท่ี เชน 5 พิโกฟารัด (pF) 10 ไมโครฟารัด (µF) 
แผนเพลทตัวนําเปนโลหะ และมีไดอิเล็กตริกประเภท ไมกา เซรามิค อิเล็กโตรไลติกคั่นกลาง เปนตน 
การเรียกชื่อตัวเก็บประจุแบบคาคงที่นี้จะเรียกชื่อตามไดอิเล็กตริกที่ใช เชน ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตร
ไลติก ชนิดเซรามิค ชนิดไมกา เปนตน  

 

 ภาพที่ 2.3 ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่ 

2.3.2 ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต  

ภาพที่ 2.4 แสดงตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต (Electrolyte capacitor) ซึ่งใชวัสดุตรง
กลางระหวางแผนเพรทเปนสารอิเล็กโตรไลต ตัวเก็บประจุดังกลาวเปนที่นิยมใชเพราะใหคาความจุสูง  
มีขั้วบวก และขั้วลบ เวลาใชงานตองติดตั้งใหถูกขั้ว โครงสรางภายในคลายกับแบตเตอรี่ นิยมใชกับงาน
ความถี่ต่ําหรือใชสําหรับไฟฟากระแสตรง มีขอเสีย คือกระแสรั่วไหลและความผิดพลาดสูงมาก 



 27 
 

 

ภาพที่ 2.4 ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต 

2.3.3 ตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลั่มอิเล็กโตรไลต  

วงจรอิเล็กทรอนิกสตองการใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีความผิดพลาดนอย ใชกับไฟฟา
กระแสตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลั่มอิเล็กโตรไลตสามารถใชแทนชนิดอิเล็ก
โตรไลตธรรมดาไดเพราะใหคาความจุสูงเชนกัน โครงสรางภายในประกอบดวยแผนตัวนํา ทํามาจากสาร
แทนทาลั่ม และแทนทาลั่มเปอรออกไซคอีกแผน นอกจากนี้ยังมีแมงกานิสไดออกไซค เงิน และเคลือบ
ดวยเรซินดังแสดงในภาพที่ 2.5 

 
ภาพที่ 2.5 ตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลั่มอิเล็กโตรไลต 

2.3.4 ตัวเก็บประจุชนิดไบโพลาร  

ภาพที่ 2.6 แสดงตัวเก็บประจุชนิดไบโพลาร (Bipolar Capacitor) บางครั้งเรียกวาไบแคป 
นิยมใชในวงจรภาคจายไฟฟากระแสตรง เครื่องขยายเสียง เปนตัวเก็บประจุจําพวกเดียวกับชนิดอิเล็ก
โตรไลต แตไมมีขั้วบวก และขัว้ลบ  

 
ภาพที่ 2.6 ตัวเก็บประจุชนิดไบโพลาร 
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2.3.5 ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิค  

ภาพที่ 2.7 แสดงตัวเก็บประจุชนิดเซรามิค (Ceramic Capacitor) เปนตัวเก็บประจุที่ใช
ตัวกลางเปนวัสดุเซรามิค ซึ่งมีคาความจุไมเกิน 1 µF นิยมใชทั่วไปเพราะมีราคาถูก เหมาะสําหรับวงจร
ประเภทคัปปลิ้งความถี่วิทยุ ขอเสียของตัวเก็บประจุชนิดเซรามิคตรงทีม่ีการสูญเสียมาก 

 

ภาพที่ 2.7 ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิค 

2.3.6 ตัวเก็บประจุชนิดไมลาร  

ตัวเก็บประจุชนิดไมลาร (Mylar Capacitor) เปนตัวเก็บประจุที่ตัวเก็บประจุที่ใชตัวกลาง
เปนวัสดุชนิดไมลาร ซึ่งมีคาความจุมากกวา 1 µF เพราะฉะนั้นในงานบางอยางจะใชไมลารแทนเซรามิค 
เนื่องจากมีเปอรเซนตความผิดพลาดและการรั่วไหลของกระแสนอยกวาชนิดเซรามิค เหมาะสําหรับวงจร
กรองความถี่สูง วงจรภาคไอเอฟของวิทยุ โทรทัศน ตัวเก็บประจุชนิดไมลารจะมีตัวถังที่ใหญกวาเซรามิค
ในอัตราทนแรงดันที่เทากัน 

 

ภาพที่ 2.8 ตัวเก็บประจุชนิดไมลาร  

2.3.7 ตัวเก็บประจุชนิดฟดทรู  

ตัวเก็บประจุชนิดฟดทรู (Feed-through Capacitor) มีลักษณะโครงสรางเปนตัวถังทรง
กลมมีขาใชงานหนึ่งหรือสองขา ใชในการกรองความถ่ีรบกวนที่เกิดจากเครื่องยนตมักใชในวิทยุรถยนต 
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ภาพที่ 2.9 ตัวเก็บประจุชนิดฟดทรู 

2.3.8 ตัวเก็บประจุชนิดโพลีสไตรีน (Polystyrene Capacitor) 

ตัวเก็บประจุชนิดโพลีสไตรีน (Polystyrene Capacitor) เปนตัวเก็บประจุที่มีคานอย
ระดับนาโนฟารัด (nF) มีขอดี คือใหคาการสูญเสีย และกระแสรั่วไหลนอยมาก นิยมใชในงานคัปปลิ้ง
ความถี่วิทยุ และวงจรจูนที่ตองการความละเอียดสูง จัดเปนตัวเก็บประจุระดับเกรด A 

 

ภาพที่ 2.10 ตัวเก็บประจุชนิดโพลีสไตรีน 

2.3.9 ตัวเก็บประจุชนิดซิลเวอรไมกา  

ตัวเก็บประจุชนิดซิลเวอรไมกา (Silver Mica Capacitor) เปนตัวเก็บประจุที่มีคา10      
pF ถึง 10 nF เปอรเซนตความผิดพลาดนอย นิยมใชกับวงจรความถี่สูง จัดเปนตัวเก็บประจุระดับเกรด 
A อีกชนิดหนึ่ง 

 
ภาพที่ 2.11 ตัวเก็บประจุชนิดซิลเวอรไมกา 

2.3.10 ตัวเก็บประจุแบบปรับคาได (Variable Capacitor) 

ตัวเก็บประจุแบบปรับคาได (Variable Capacitor) คือตัวเก็บประจุที่สามารถปรับเปลี่ยน
คาได โครงสรางภายในประกอบดวย แผนโลหะ 2 แผน หรือมากกวาวางใกลกัน แผนหนึ่งจะอยูกับที่
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สวนอีกแผนหนึ่งจะเคลื่อนที่ได ไดอิเล็กตริกที่ใชมีหลายชนิดดวยกันคือ อากาศ ไมกา เซรามิค และ
พลาสติก เปนตน 

ตัวเก็บประจุแบบปรับคาไดอีกชนิดหนึ่งที่เปนที่รูจักกันดี คือทริมเมอร (Trimmer) และ
แพดเดอร (Padder) โครงสรางภายในประกอบดวยแผนโลหะ 2 แผน วางขนานกัน ในกรณีที่ตองการ
ปรับคาความจุ ใหใชไขควงหมุนสลักตรงกลางคาที่ปรับจะมีคาอยูระหวาง 1 pF ถึง 20 pF การเรียกชื่อ
ตัวเก็บประจุแบบนี้วาทริมเมอรหรือแพดเดอรนั้นขึ้นอยูกับวาจะนําไปตอในลักษณะใด ถานําไปตอขนาน
กับตัวเก็บประจุตัวอื่นจะเรียกวา ทริมเมอร แตถานําไปตออนุกรมจะเรียกวา แพดเดอร 

 
ภาพที่ 2.12 ตัวเก็บประจุแบบปรับคาได 

2.3.11 ตัวเก็บประจุแบบเลือกคาได (Select Capacitor) 

ตัวเก็บประจุแบบเลือกคาได (Select Capacitor) คือตัวเก็บประจุในตัวถังเดียว แตมีคาให
เลือกใชงานมากกวาหนึ่งคาดังแสดงในภาพที่ 2.13 

 
ภาพที่ 2.13 ตัวเก็บประจุแบบเลือกคาได 

2.4 การอานคาความจุ 

การอานคาความจุสามารถกระทําไดตามวิธีที่อธิบายดังกลาว แตในปจจุบันตัวเก็บประจุไดผลิต
ออกมามากมาย วิธีการอานก็มีหลากหลายวิธีมาก ดังนั้นผูเขียนจะแสดงรูปและอธิบายวิธีการอานแตละ
ตัวพอสังเขป เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป นอกจากนี้ตัวเก็บประจุไดแสดงคาผิดพลาด และอัตรา
ทนแรงดันไวบนตัวเปนอักษรภาษาอังกฤษเอาไวแตละตัวมีความหมายดังนี้คือ 

คาความจุจะพิมพติดไวบริเวณตัวเก็บประจุ เชน 100 V 150 uF 10 uF 50 V 0.01 uF ตัวเก็บ
ประจุบางตัวแสดงคาเปนรหัสตัวเลข เชน 103 วิธีการอานคาจะใชวิธีเดียวกับการอานคาแถบสีตัว
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ตานทาน สีที่ 1 และ 2 จะเปนตัวตั้ง สวนสีที่ 3 หมายถึงตัวคูณ แลวอานคาหนวยพิโกฟารัด จากรูปที่ 
3.7 เขียนตัวเลข 103 บนตัวเก็บประจุจะอานคาได 10 และเติม 0 ไปอีก 3 ตัว ทําใหไดคา 10,000 pF 
หรือมีคาเทากับ 0.01 uF 
 

ตารางที่ 2.1 รหัสตัวอักษรอานคาความผิดพลาด และอัตราทนแรงดัน 
 

อักษรตัวที่ 1 อัตราทนแรงดัน 
(VDC) 

อักษรตัวที่ 1 อัตราทนแรงดัน 
(VDC) 

อักษรตัวที่ 2 คาความ
ผิดพลาด (%) 

A 50 1H 50 B 0.1 
B 125 2A 100 C 0.25 
C 160 2T 150 D 0.5 
D 250 2D 200 F 1 
E 350 2E 250 G 2 
G 700 2G 400 H 2.5 
H 1,000 2J 630 J 5 
    K 10 
    M 20 

 
 
ตัวอยางที่ 2.1 จงอานคาความจุของตัวเก็บประจุตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.14 ตัวเก็บประจุ 
 

ตัวอยางที่ 2.2 จงอานคาความจุของตัวเก็บประจุตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.15 ตัวเก็บประจุ 
 

ตัวอยางที่ 2.3 จงอานคาความจุของตัวเก็บประจุตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.16 ตัวเก็บประจุ 
 

ทนแรงดันเทากับ 100 V  
คาความจุเทากับ 15 pF  
คาความผิดพลาดเทากับ 5% 
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ตัวอยางที่ 2.4 จงอานคาความจุของตัวเก็บประจุตอไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.17 ตัวเก็บประจุ 
 

ตัวอยางที่ 2.5 จงอานคาความจุของตัวเก็บประจุตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.18 ตัวเก็บประจุ 
 

ตัวอยางที่ 2.6 จงอานคาความจุของตัวเก็บประจุตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.19 ตัวเก็บประจุ 
 

หนวยความจุที่ใชในปจจุบันสวนใหญจะเปนหนวยพิโกฟารัดและไมโครฟารัด เมื่ออานคา
เปนพิโกฟารัด และตองการแปลงเปนหนวยไมโครฟารัด สามารถทําการเทียบหนวยจาก 1,000,000    
พิโกฟารัด เทากับ 1 ไมโครฟารัด แลวทําการคํานวณคาผลลัพธ 

 
 
 
 
 



34  
 

ตัวอยางที่ 2.7 จงแปลงคาความจ ุ50,000 พิโกฟารัด ใหเปนหนวยไมโครฟารัด 
 

 
 

ตัวอยางที่ 2.8 จงแปลงคาความจุ 470,000 พิโกฟารัด ใหเปนหนวยไมโครฟารัด 
 

 
ในกรณีที่ตัวเก็บประจุแสดงคาเปนแถบสีนิยมใชกับตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลั่มซึ่งจะมี

แบบ 3 แถบสี และ 5 แถบสี วิธีการอานก็จะคลาย ๆ กับการอานคาแถบสีของตัวตานทาน  
 

ตัวอยางที่ 2.9 จงหาคาความจุตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.20 ตัวเก็บประจุ 
 

ตัวอยางที่ 2.10 จงหาคาความจุตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.21 ตัวเก็บประจุ 
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ตัวอยางที่ 2.11 จงหาคาความจุตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.22 ตัวเก็บประจุ 

 
2.5 วงจรตัวเก็บประจ ุ

การตอวงจรตัวเก็บประจุมีอยู 3 แบบ คือ วงจรอนุกรม วงจรขนาน และวงจรผสม ในรายละเอียด
บางอยางอาจจะไมเหมือนกับการตอตัวตานทาน เพราะฉะนั้นผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจ
การตอทั้ง 3 แบบ ดังนี้ 

 

2.5.1 วงจรอนุกรม 
 

การตอวงจรอนุกรม คือการนําเอาตัวเก็บประจุตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมาตออนุกรมหรืออันดับ 
การตอลักษณะนี้จะทําใหพื้นที่รวมของแผนเพลทลดลง แตความหนาของไดอิเล็กตริกจะเพิ่มขึ้น มีผลทํา
ใหการเก็บประจุรวมมีคานอยลง อัตราทนแรงไฟมากขึ้น คาการเก็บประจุรวมหาไดจากสูตร 

 

1 2 3

1 1 1 1 1
    

T nC C C C C
                                  (2.4) 

 

ตัวอยางที่ 2.12 ภาพที่ 2.23 แสดงวงจรตัวเก็บประจุตออนุกรม กําหนดให C1 = 60 µF C2 = 30 µF 
และ C3 = 20 µF จงหาคาความจุรวม 

 

 
 

ภาพที่ 2.23 ตัวเก็บประจุตอลักษณะอนุกรม 
 
 
 

 

C2

C3

C1

CT
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วิธีทํา จากสมการคาความจุรวม 
 

1 2 3

1 1 1 1

TC C C C
                                            (2.5) 

 

                                                  
1 1 1

60 30 20
    

 

                                                   
6

60
  

 
                                                CT = 10 µF 

 
2.5.2 วงจรขนาน 

 

การตอวงจรขนาน คือการนําเอาตัวเก็บประจุมาตอขนานกัน การตอลักษณะนี้จะทําใหพื้นที่
รวมของแผนเพลทเพิ่มขึ้น มีผลทําใหการเก็บประจุรวมมีคาเพิ่มขึ้นดวย อัตราทนแรงไฟ (W) สูงสุดของ
วงจรมีคาเทากับตัวที่มีอัตราทนแรงไฟนอยที่สุด คาการเก็บประจุรวมคํานวณจากการรวมพื้นที่ของแผน
เพลททุกแผนรวมกันหาไดจากสูตร 

 

1 2 3    T nC C C C C                                   (2.6) 
 

ตัวอยางที่ 2.24 ตัวเก็บประจุตอขนานดังแสดงในภาพที่ 2.24 กําหนดให C1 = 20 µF และ C2 = C3 =  
C4 = 30 µF จงหาคาความจุรวม 
 

 
 

ภาพที่ 2.24 ตัวเก็บประจุตอลักษณะขนาน 
 

วิธีทํา จากสมการคาความจุรวม 
 

1 2 3 4TC C C C C                                       (2.7) 

 
                                                    = 20 + 30 + 30 + 30 
 
                                                CT = 110 µF 
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2.5.3 วงจรผสม 
 

การตอวงจรผสมคือการนําเอาตัวเก็บประจุมาอนุกรม และขนานในวงจรเดียวกัน การ
วิเคราะหหาคาความจุรวมตองหาคาความจุที่ละสวนแลวหาผลรวมของคาความจุรวมในขั้นตอนสุดทาย 

 

ตัวอยางที่ 2.25 ตัวเก็บประจุตอผสมดังแสดงในภาพที่ 2.25 กําหนดให C1 = C2 = 4 µF และ C3 = C4 
= 1 µF จงหาคาความจุรวม 

 
 

ภาพที่ 2.25 ตัวเก็บประจุตอลักษณะผสม 
 

วิธีทํา  หาคาความจุรวมของ C1 อนุกรมกับ C2  

1 1 2

1 1 1

TC C C
                                                   (2.8) 

 

                                                   
1 1

4 4
   

 
                                               CT1 = 2 µF 
 
หาคาความจุรวมของ C3 ขนานกับ C4 
 

2 3 4TC C C                                                    (2.9) 

 
                                                     = 1 + 1 
 
                                                CT2 = 2 µF 
 

1 2

1 1 1

T T TC C C
                                              (2.10) 

 

                                                    
1 1

2 2
   

 
                                                 CT = 1 µF 
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2.6 การตรวจสอบตัวเก็บประจุ 
 

การตรวจสอบตัวเก็บประจุวาดีหรือเสียนั้นจะใชมัลติมิเตอรแบบเข็มวัดตัวเก็บประจุที่มีคาตั้งแต    
1 ไมโครฟารัด ขึ้นไป ในกรณีที่คานอยกวา 1 ไมโครฟารัด เข็มมิเตอรจะเปลี่ยนแปลงนอย ทําใหดูยาก 
วิธีการวัดนั้นเริ่มจากปรับมัลติมิเตอรไปที่ยาน R X 1k แลวนําสายมิเตอรไปสัมผัสที่ขาของตัวเก็บประจุ 
ในกรณีที่ตัวเก็บประจุมีขั้วตองวัดใหถูกขั้วดวย แลวสังเกตเข็มมิเตอรดังนี ้

2.6.1 วัดแลวเข็มชี้ไปทางขวามือ ถาความจุมากเข็มจะชี้ไปมาก รอเวลาระยะหนึ่ง เข็มมิเตอรจะตก
กลับมาทางซายเหมือนเดิม อยางนี้แสดงวาใชงานได 

2.6.2 วัดแลวเข็มไมขึ้น ถาสลับสายมิเตอรแลวยังไมขึ้นอีก แสดงวาตัวเก็บประจุขาด 
2.6.3 วัดแลวเข็มขึ้นคาง ถาสลับสายมิเตอรแลวยังเหมือนเดิม แสดงวาตัวเก็บประจุรั่ว 
2.6.4 เข็มชี้ไปทางขวาสุดแลวคาง แสดงวาตัวเก็บประจุช็อต 
การวัดคาตาง ๆ เชน ความจุ ความตานทาน แรงดัน และคาคงที่ไดอิเล็กตริก สามารถใชเครื่องมือ

ทดสอบตัวเก็บประจุวัดคาได ภาพที่ 2.26 แสดงเครื่องมือที่ชื่อวายูนิเวอรแซลแอลซีอารมิเตอร 
(Universal LCR Meter) เปนเครื่องมือที่ใชในการวัด ทดสอบ วิเคราะหคาของตัวเก็บประจุ และตัว
เหนี่ยวนํา 

 

 
ภาพที่ 2.26 การตรวจวัดตัวเก็บประจุ 

 
แบบฝกหัดทายบท  
 

1. ใหนักศึกษาอานคาความจุของตัวเก็บประจใุนภาพที่ 2.27  
 

              
                                 (ก)           (ข)          (ค)                  (ง) 
ภาพที่ 2.27 ตัวเก็บประจคุาตาง ๆ 
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2. ภาพที่ 2.28 แสดงวงจรตัวเก็บประจแุบบผสม กําหนดให C1 = C2 = 10 µF และ C3 = C4 = C5 = 
20 µF จงหาคาความจุรวม 
 

 
 

ภาพที่ 2.28 วงจรตัวเก็บประจุแบบผสม 
 
 


